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我々は波長ｻｲｽﾞ・fJ 級動作ﾊﾟﾜｰを特長とするﾌｫﾄﾆｯｸ結晶(PhC)をﾌｫﾄﾆｸｽﾈｯﾄﾜｰｸのｵﾝﾁｯﾌﾟ化の基盤
技術にすべく研究開発に取り組んでいる。そのﾍﾞﾝﾁﾏｰｸとして全光ﾒﾓﾘ[1]のﾓﾉﾘｼｯｸ多ﾋﾞｯﾄ集積素子
を検討している。前回 1 列抜き線欠陥導波路(W1)とｻｲﾄﾞｶｯﾌﾟﾙ結合した L3 共振器の高密度ｱﾚｲに
よる多ﾋﾞｯﾄ光ﾒﾓﾘ構成と、共振器周辺穴の変調により Si-PhC にて動作に必要な Q 値がｸﾘｱできるこ

とを報告した[2]。今回、100 ﾋﾞｯﾄ超を集積した Si L3 共振器ｱﾚｲにおいてﾒﾓﾘ動作確認を行った。加
えて高いｷｬﾘｱﾌﾟﾗｽﾞﾏ効果により超低ﾊﾟﾜｰ動作と長いﾒﾓﾘ保持時間を有する埋込ﾍﾃﾛ構造(BH)付 InP

ﾅﾉ共振器を L3 共振器化した同様のｱﾚｲ[3]に今回共振器周辺穴の変調による高 Q 値化[2,4]を加え、
32 ﾋﾞｯﾄ集積化とﾒﾓﾘ動作[1]を検討した。 

別途報告[4]により周辺穴配置を最適化し高Q値化した Si L3共振器 128個からなる上記ｱﾚｲにお
いて共振器毎にΔa=0.125nm ずつ(導波路方向のみ)結晶周期を変調して共振器波長をずらし 128ch

多波長ﾒﾓﾘを構成した（図１(a)）。熱酸化により波長を調整しﾒﾓﾘ帯域をほぼ C ﾊﾞﾝﾄﾞに合わせた
(1540-1570nm、図１(b))。ｻｲﾄﾞｶｯﾌﾟﾙ導波路と強く結合し十分深いﾃﾞｨｯﾌﾟが得られる状態で各共振
器はなお 5 万程度の Q 値を示した。前回予稿図１[2]で報告したのと同様のﾒﾓﾘ書込動作を試みた
ところ 128 個中 105 個の共振器においてﾒﾓﾘ動作が確認された。 

BH 付 InP L3 共振器(BH 部ﾊﾞﾝﾄﾞｷﾞｬｯﾌﾟ波長 1.45m InGaAsP)において前回報告[3]ではｻｲﾄﾞｶｯﾌﾟ
ﾙ結合時の Q 値が数千に留まるためﾒﾓﾘｺﾝﾄﾗｽﾄが不十分でかつΔa 縮小によるﾋﾞｯﾄ数拡大に制限が

あった。今回は周囲の穴の変調[4]により孤立共振器の Q 値を 2.3 万に、ﾒﾓﾘｱﾚｲ集積状態で Q 値 

1 万に高められ、ﾒﾓﾘｺﾝﾄﾗｽﾄも 10dB に近づいた。Δa=0.5nm の採用により 1540-1570nm 帯域に
て 32ch 多波長集積ﾒﾓﾘｱﾚｲが実現可能となった。ﾒﾓﾘ動作実験[1]において 32 個中 28 共振器で書込/

読出動作が確認された(図２)。 

以上により PhC 共振器ｱﾚｲからなる 100 ﾋﾞｯﾄ超のﾓﾉﾘｼｯｸ集積光ﾒﾓﾘの実現可能性を実験にて初め
て検証できた。ﾒﾓﾘに限らず光ｽｲｯﾁ[5]等様々な機能のﾅﾉ共振器多波長ｱﾚｲ素子が期待される。 
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   図１ 128 L3 共振器ﾓﾉﾘｼｯｸ集積素子の
(a)SEM 像と(b)透過ｽﾍﾟｸﾄﾙ 

図２ BH 付 InP-L3 32 ﾋﾞｯﾄ集積ｻﾝﾌﾟﾙの
(a)SEM 鳥瞰像(b)28 ﾋﾞｯﾄﾒﾓﾘ動作 
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